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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月1日(2017.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦｉｎＦＥＴデバイスの半導体フィンを形成する方法であって、
　前記半導体フィン上にシリコンゲルマニウム、ＳｉＧｅ、のアモルファス薄膜または多
結晶薄膜を共形堆積させるステップと、
　前記半導体フィンと前記フィンを支持する単結晶基板との間にインターフェースを提供
するために、前記半導体フィン内に、及び、前記半導体ＳｉＧｅフィンを支持する基板の
表面内に、前記アモルファス薄膜または前記多結晶薄膜からゲルマニウムを前記半導体フ
ィン内に拡散するために、前記アモルファス薄膜または前記多結晶薄膜を酸化させるステ
ップと、
　前記アモルファス薄膜または前記多結晶薄膜の酸化部分を除去するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記半導体フィン内の圧縮歪みが、前記半導体フィンを支持する前記基板内よりも大き
い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記半導体フィンが、実質的に、前記基板の表面と同じ結晶配向にある、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記アモルファス薄膜または前記多結晶薄膜を酸化させる前の前記半導体フィンの前記
結晶配向が、前記アモルファス薄膜または前記多結晶薄膜を酸化させた後の前記半導体フ
ィンの前記結晶配向と同じである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記半導体フィンが実質的に単一結晶である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記共形堆積させるステップが、複数の異なる材料の表面上の非選択的堆積を含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記半導体フィン上にＳｉＧｅスペーサを提供するために、前記薄膜をエッチングする
ステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記エッチングするステップが異方性である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記共形堆積させるステップが、前記半導体フィンの表面上の選択的堆積を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記半導体フィンがシリコンゲルマニウムまたはシリコンを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１１】
　基板上のフィン電界効果トランジスタ、ＦｉｎＦＥＴ、デバイスであって、
　半導体シリコンゲルマニウム、ＳｉＧｅ、フィンと、
　前記半導体ＳｉＧｅフィンと前記フィンを支持する単結晶基板との間にインターフェー
スを提供するために、前記基板の表面上に拡散されたゲルマニウムの一部と
　を含む、フィン電界効果トランジスタ、ＦｉｎＦＥＴ、デバイス。
【請求項１２】
　前記半導体ＳｉＧｅフィン内の圧縮歪みが、前記半導体ＳｉＧｅフィンを支持する前記
基板内よりも大きい、請求項１１に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項１３】
　前記半導体ＳｉＧｅフィンが、実質的に、前記基板の表面と同じ結晶配向にある、請求
項１２に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項１４】
　前記半導体ＳｉＧｅフィンが実質的に単結晶である、請求項１１に記載のＦｉｎＦＥＴ
デバイス。
【請求項１５】
　前記半導体ＳｉＧｅフィンのＳｉＧｅ部分が前記基板のシャロートレンチ分離領域から
延在し、前記半導体ＳｉＧｅフィンのシリコン部分が前記基板の前記シャロートレンチ分
離領域を通じて延在する、請求項１１に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
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